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STRUCTURE D 1 INDUCTANCE INTEGREE 

La presente invention concerne le domaine des circuits 
integres et plus particulidrement une inductance formee au-dessus 
d'un substrat semiconducteur. 

La figure 1 represente, pair une vue trds schematique en 
5 perspective, un premier exerrple d» inductance 1 classique formee 
au-dessus d'un substrat semiconducteur 2. L* inductance 1 corrprend 
un certain nombre de tours ou spires generalement concentriques 
et obtenus par depot d'un element conducteur sur une couche 
isolante (dielectrique 3) . Le nombre de tours peut egalement etre 

10 inferieur a l. La couche isolante 3, par exemple de l'oxyde de 
silicium, repose sur le substrat semiconducteur 2, ou sur l'avant 
dernier niveau de metallisation (non represente) rapporte sur ce 
substrat apres formation des autres corrposants qui sont integres 
(par exenple, des transistors et analogues) . Le substrat 2 est 

15 suppose relie a la masse par sa face inf€rieure, pour sinplifier 
1 'expose. 

La figure 2 represente le schema electrique equivalent 
de l 1 inductance 1 de la figure 1. Cette inductance 1 est symbo- 
lisee sous la forme d ! une inductance parfaite L en serie avec vine 
20 resistance Rs entre deux bornes 5 et € correspondent aux extremi- 
tes de 1 1 enroulement de la figure 1. Le dielectrique 3 forme des 
capacit^s parasites C entre 1' inductance et le substrat. Par 
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ailleurs, le substrat 2 est resistif et il presente des resistan- 
ces R entre ses faces superieure et inferieure. Les resistances R 
relient, a la masse, chaque electrode de condensateur C opposee a 

1' inductance L. 

Un inconvenient d'une inductance telle qu'illustree en 
figure 1 est qu'elle presente des pertes elevees. Lorsque 
1- inductance est parcourue par un courant variable, ces pertes se 
prcduisent par 1 ' intermediaire de la resistance Rs, des capacites 
C et des resistances R et ont 1 ' inconvenient de diminuer forte - 
ment le coefficient de qualite de 1 • inductance . Ce coefficient de 
qualite depend des pertes resistives a savoir de la resistance 
serie Rs et de la resistance apportee par le substrat jusqu'a la 

connexion de masse . 

Une premiere solution pour accroitre le facteur de qua- 
lite de 1' inductance est de minimiser sa resistance serie Rs. 
Pour ce faire, on est conduit a augmenter la largeur de la piste 
conductrice constitutive de 1' inductance plane 1. Cela a pour 
consequence d' augmenter la valeur des capacites parasites du 
dielectrique 3 et, par consequent, les pertes resistives par le 
substrat. On est alors conduit a un comprcmis en fonction de la 
frequence de travail a laquelle est destinee 1 ' inductance . 

une autre solution connue pour accroitre le facteur de 
qualite est decrite dans la demande de brevet europeen 
EP-A-0 780 853. Il y est propose une structure d- inductance sur 
un substrat de silicium comportant un plan conducteur situe entre 
1' inductance et le substrat. Ce plan conducteur, isole du subs- 
trat et de 1' inductance, est relie a la masse ou a un point froid 
du circuit, afin d'etablir un "blindage" ou "ecran electro- 
statique" entre 1' inductance et le substrat semiconducteur . Pour 
eviter une dissipation par creation de courants de Foucault dans 
le plan conducteur, ladite demande propose un decoupage de ce 

plan conducteur. 

Un type d' inductance avec un plan conducteur decoupe 

selon un exemple de la demande ci-dessus mentionnee est illustre 
en figure 3 . 
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La figure 3 represent e, par une vue en perspective 
sdfrematique, une inductance 1 formee, conme precedemment, d'une 
ou plusieurs spires coplanaires en ion materiau conducteur. 
L 1 inductance 1 est separee d'un plan conducteur 7 par une couche 
5 isolante 8. Le plan conducteur 7 est lui-meme depose sur une 
couche isolante (di^lectrique 3) reposant sur le substrat 2 ou 
sur un niveau de metallisation. Le plan conducteur 7 est decoupe 
en bandes longitudinales 9 relives a une bande laterale 10 . Dans 
l'exenple illustre par la figure 3, des bandes longitudinales 9 

10 se trouvent de part et d 1 autre de 1' inductance 1 en etant reliees 
a des bandes laterales d 1 extremite du plan conducteur 7. L' ensem- 
ble des elements conducteurs subsistant du plan 7 sont connect es 
a la masse. L'effet du aux courants de Foucault est ainsi forte- 
ment diminue, mais la structure de la figure 3 present e des 

1 5 inconvenient s . 

Un premier inconvenient est que , pour une epai sseur 
globale d'isolant au-dessus du substrat 2, l'gpaisseur de dielec- 
trique disponible entre 1' inductance et le plan conducteur est 
reduite par rapport au cas de la figure 1. 

2 0 En effet, le plan conducteur est : 

soit une couche metallique ou une couche de silicium 
polycristallin venant s'intercaler entre l 1 inductance et le 
substrat, done reduisant l'epaisseur du dielectrique et augmen- 
tant les capacites parasites entre 1 1 inductance et le substrat ou 
25 entre 1' inductance et la couche conductrice si celle-ci est mise 
a la masse ; 

soit une couche tris fortement dopee, dif fusee dans le 
silicium et dont la realisation necessite une gravure de dielec- 
trique (de l f oxyde epais (LOCOS) separant les conposants actifs 

3 0 les uns des autres) , done en definitive une epaisseur de dielec- 

trique plus faible entre l f inductance et cette couche dif fusee . 

II en decoule une augmentation des capacit§s parasites 
entre I 1 inductance et la masse alors que l'on cherche genera- 
lament a minimiser la valeur de la capacite parasite. 
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Un autre inconvenient de la structure prcposee 1 en 
figure 3 est que, lorsque 1' inductance 1 est parcourue par un 
courant variable, chacune des bandes 9 est le siege d'une force 
electromotrice due au couplage inductif existant entre les bandes 
et 1 ■ inductance . De meme, la bande laterale 10 est le siege d'une 
force electromotrice due au. couplage inductif entre cette bande 
laterale et 1' inductance l. Ces forces electromotrices provoquent 
des pertes. En effet, chacun des points des bandes 9 et 10 se 
trouve a un potentiel non nul par rapport a la masse en raison 
des forces electromotrices induites, et, de ce fait, des pertes 
se produisent par 1 1 intermediate d f une capacite due a la couche 
8 servant de dielectrique et de la resistance ohmique du subs- 
trat. Ces capacites et resistances ohmiques sont des grandeurs 
reparties et differentes en chaque point du plan conducteur 7. 

Toutes ces pertes rendent le conportement de la struc- 
ture de la figure 3 insatisfaisant et abaissent le coefficient de 
qualite Q de 1 1 inductance . 

On not era que, pour que la solution proposSe par la 
demande de brevet europeen susmentionnee procure ion resultat, il 
est necessaire que les bandes du plan conducteur soient majori- 
tairement situ€es sous la piste conductrice constitutive de 

l 1 inductance 1. 

La demande de brevet susmentionnee propose d f autres 
manidres de d£couper le plan conducteur (voir les figures 7, 9 et 
12 de cette demande) . Cependant, dans tous les exetrples proposes 
de ladite demande, 1' inductance est majoritairetnent sur des 
bandes conductrices et il demeure des portions de plan conducteur 
dans lesquelles une force electromotrice induite elev€e provoque 
1" effet indesirable qui a §te d6crit. 

La presente invention vise a proposer une nouvelle 
structure d» inductance en circuit integr§ qui pallie les inconv6- 
nients des structures connues. 

L 1 invention vise, plus particulieretnent d. proposer une 
solution qui combine les avantages d'une capacite parasite faible 
et d'une faible resistance ohmique d'acc^s & la masse. 
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L 1 invention vise egalement a proposer une solution qui 
minimise les pertes li6es au fonctionnement de 1 1 inductance et, 
en particulier, qui minimise d 1 eventuelles forces electromotrices 
induites . 

5 Pour atteindre ces objets ainsi que d'autres, la pre- 

sente invention prevoit une Structure d 1 inductance en circuit 
integre conprenant un substrat de silicium, au moins un enroule- 
ment plan d'une piste conductrice, une couche resistive, non 
gravee a 1 • aplomb de 1 1 enroulement , une couche dielectrique entre 

10 1 1 enroulement et ladite couche resistive, et des trongons 
conducteurs discontinus, individuellement paralldles a une 
portion de 1 1 enroulement la plus proche et connectes electri- 
quement a la masse et a ladite couche resistive* 

Selon un mode de realisation de la pr6sente invention, 

15 lesdits trongons conducteurs sont majoritairement hors de 
1 1 aplomb de 1 1 enroulement . 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
chaque trongon conducteur est place le plus prds possible de la 
portion de 1 ? enroulement la plus proche, 

2 0 Selon un mode de realisation de la presente invention, 

chaque portion de 1 1 enroulement est associSe, dans sa longueur, a 
plusieurs trongons conducteurs. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
lesdits trongons conducteurs sont reli6s a un point de contact 

2 5 par plusieurs pistes conductrices , chacune des pistes 

conductrices etant disposee de sorte que la resultante des forces 
Electromotrices qui sont induites par 1 1 inductance soit sensible- 
raent nulle. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 

3 0 chacune des pistes conductrices est plus sensiblement un axe de 

sym§trie de 1 1 inductance . 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
lesdits trongons conducteurs scant realises dans un meme niveau 
metallique que la piste forraant inductance. 
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Selon un mode de realisation de la presente invention, 
ladite couche resistive a un niveau de dopage compris entre 10 16 
et 10 19 atomes/cm 3 , de preference, de l'ordre de 10 1 "? atomes/cm 3 . 

Ces objets, caracteristiques et avantages, ainsi que 
d'autres de la presente invention seront exposes en detail dans 
la description suivante de modes de realisation particuliers 
faite a titre non-limitatif en relation avec les figures jointes 

parmi lesquelles : 

la figure 1, d#crite precedettiment, represente une 
inductance deposee sur un substrat conducteur selon l'art 
anterieur ,- 

la figure 2, decrite precedettiment, represente le schema 
glectrique equivalent de 1* inductance representee en figure 1 ; 

la figure 3, decrite precedemment , represente une autre 
structure d' inductance deposee sur un substrat semiconducteur 
selon l'art anterieur ; 

la figure 4 represente, par une vue en perspective 
schematique, une structure d' inductance selon un mode de reali- 
sation de la presente invention ; 

la figure 5 est une vue partielle en coupe de 
l 1 inductance representee en figure 4 ; 

la figure 6 represente le schema electrique equivalent 
de la structure d' inductance de la figure 4 / et 

la figure 7 represente, par une vue de dessus, une 
structure d' inductance selon un mode de realisation prefere de la 
presente invention. 

Une caracteristique de la presente invention est de 
supprimer le recours a un plan conducteur sous 1« inductance 1. 
Plus precisement, 1' invention prevoit d'utiliser un niveau resis- 
tif pour constituer 1' armature inferieure de la capacite parasite 
de 1' inductance, connectee a la masse. Selon 1' invention, cette 
connexion de masse s'effectue au moyen de pistes conductrices 
associees au niveau resistif et qui ont la caracteristique d'etre 
majoritairement situees hors de 1' aplomb de 1' inductance 1. 
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La figure 4 represente, par une vue schematique en 
perspective, un mode de realisation d'une structure d r inductance 
selon la pr6sente invention. 

Conine precedemment, 1' inductance 1 est constitute a 
5 partir d'une piste conductrice deposee sous la forme d'un enrou- 
lement plan sur une couche isolante 3. La structure de 
l 1 invention reprend ici la structure du cas classique de la 
figure 1. 

Une caracteristique de la presente invention est de 
10 prevoir, sous la couche dielectrique 3, une couche semi- 
conductrice 11 moyennement dopte et, generalement , plus fortement 
dopee que le substrat 2 de silicium sur lequel elle repose. 
L 1 invention tire ici profit de la presence, dans une structure de 
circuit integre, d'une couche plus fortement dopee que le subs- 
15 trat. II s'agit general orient d'une couche epitaxiee dans laquelle 
sont realisees des regions fortement dopees servant a former les 
sources et drains de transistors .MOS, les emetteurs de transis- 
tors bipolaires, des puits de collecteurs de transistors NFN 
(sinker) . 

2 0 L'epaisseur de dielectrique entre cette couche 11 et 

l f inductance est maximale. La capacite parasite de 1' inductance 
est done plus faible que si l'on utilisait une couche inter- 
mediate, en metal ou en silicium polycristallin, ou une couche 
dif fusee trds fortement dopee, qui necessite une gravure d'oxyde 

25 epais (LOCOS) . 

La figure 5 est une vue partielle en coupe d f une struc- 
ture d 1 inductance selon 1* invent ion et la figure 6 represente le 
schema electrique equivalent d'une telle structure. Ce schema 
equivalent se deduit de 1 ' expose de la figure 4 et de la figure 5 

30 dans laquelle des elements capacitifs et resistifs ont egalement 
ete symbolises. 

De fagon classique, la couche dielectrique 3 introduit 
des elements capacitifs C sous les trongons 13 de spire de 
1 ! inductance 1. Ces elements capacitifs relient chaque trongon de 

3 5 spire a la couche 11. La couche 11 est reliee a la masse de fagon 
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discontinue au moyen de trongons 12 disposes parallelement aux 
trongons de 1 '• inductance 1 en etant a l'exterieur de 1- aplomb de 
la spire. Par consequent, la couche 11 introduit des resistances 
R laterales entre chaque trongon 13 de spire et un Element 12 de 
connexion a la masse. Les differentes resistances laterales se 
trouvent associees en parallele comme l'illustre la figure 6. Par 
consequent, la resistivite de la couche 11 liee a son dopage doit 
etre suffisamment faible pour etre negligeable dans 1 • association 
en parallele des resistances laterales par rapport a la resis- 
tance verticale du substrat. Toutefois, le compromis a effectuer 
est que, pour eviter 1' apparition de courants de Foucault, cette 
resistance R doit §tre suffisamment 61evee dans la mesure ou la 
couche 11 est continue. 

Selon 1' invention, la couche 11 est choisie pour avoir 
un dopage superieur a 10 15 atomes/cm 3 correspondant au dopage du 
substrat en technologie BiCMOS, et inferieur a 10 20 correspondant 
au dopage des puits collecteurs NPN ainsi que des sources et 
drains de transistors MOS ou des emetteurs de transistors NPN. De 
preference, la couche 11 a un niveau de dopage compris entre 10 16 
et 10 19 atomes/cm 3 , de preference, de l'ordre de 10 17 atomes/cm 3 . 
Generalement, la couche epitaxiee, ou les caissons N ou P (dans 
lesquels sont formes les transistors MOS elementaires) realises 
sans gravure de l'oxyde epais, que prevoit d'utiliser la presente 
invention ont un dopage de l'ordre de 10 16 a 10 17 atotnes/cm 3 . 

Une autre caracteristique de la presente invention est 
que les trongons conducteurs 12 ayant pour fonction de connecter 
les resistances laterales a la masse sent disposes majoritai- 
rement a l'exterieur de 1' aplomb de 1' inductance 1, afin de ne 
pas augmenter sa capacite parasite. II est toutefois possible de 
prevoir des troncons 12 sous les trongons de 1 • inductance . 

Comme l'illustre la figure 4, ces trongons conducteurs 
12 sont preferentiellement etroits par rapport aux trongons 13 
constitutifs de 1' inductance 1. 
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Un avantage de la pr^sente invention est qu'elle tire 
profit de 1» existence d'une couche €pitaxiee dans les structures 
de circuit integre prevoyant une inductance. 

Un autre avantage de l 1 invention est qu'elle evite le 
5 recours a un niveau conducteur decoupe a I 1 aplomb des spires de 
l f inductance 1. Ainsi, l 1 invention permet de tnaintenir une epais- 
seur de dielectrique 3 relativement elevee pour une epaisseur 
donnee de 1 ' erqpilement raulticouches du circuit integre. 

La figure 7 represente, par une vue schematique de des- 
10 sus, un mode de realisation de la presente invention illustrant 
plus particulierement un mode prefere de raccordement a la masse 
des trongons 12 discontinus prevus paral lelement aux trongons 13 
de la spire 1. 

Dans ce mode de realisation, la longueur des t rontons 
15 conduct eurs 12 ne s'etend pas de part et d' autre de la portion 13 
rectiligne de spire consideree. Ces trongons conducteurs 12 sont 
preferentiellement repartis au nombre de trois par portion recti- 
ligne 13 de spire. Un point de contact M destine a etre raccorde 
a la niasse est relie a un point 0 correspondant au centre de 
2 0 I 1 inductance 1 par une piste conductrice MO qui connecte au point 
M les trongons conducteurs 12 qu'elle croise. Diverses autres 
pistes conductrices passent par le point O et relient un petit 
nombre de trongons conducteurs 12. Ainsi, le prolongement de la 
piste MO, la piste ON, relie trois elements 12. Une piste ROS 

2 5 perpendiculaire a la piste MON relie d 1 autres trongons. De fagon 

similaire, des pistes VOW et TOU, en diagonale sur la figure 7, 
relient les trongons conducteurs restants, qui encadrent les 
sommets de l 1 inductance 1. 

De preference, ces pistes conductrices ont une largeur 

3 0 minimum, compatible avec la resistance maximum tolerable qu'elles 

peuvent presenter. 

On notera que les pistes d ' interconnexion a la masse et 
les trongons encadrant les portions de spire ne se limitent pas a 
des segments rectilignes mais sont disposes de fagon a relier 
35 efficacement les trongons 12. 
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On notera egalement que le point O est commun a toutes 
les pistes d • interconnexion qui, du fait de la piste OM, se 
trouvent toutes reliees electriquement au point de contact de 
masse M. En pratique, la piste OM est plus large que les autres 
pistes afin de pouvoir drainer eff icacement, si besoin est, des 
courants residuels vers l'exterieur de la spire. 

La disposition des pistes conductrices reliant les 
trongons 12 a ete choisie de sorte que la resultante des forces 
electromotrices induites dans les pistes conductrices soit sensi- 
blement nulle. Le fait que les trongons conducteurs 12 soient de 
petite taille resout pratiquement le probleme des courants de 
Foucault. Seul reste a envisager le probleme du aux forces 
electromotrices induites . 

De fagon generale, la force electromotrice induite, 
dans un premier conducteur, par un second conducteur parcouru par 
un courant variable i, a pour valeur e = -M.di/dt, M etant le 
coefficient d' inductance mutuel entre les deux conducteurs et 
di/dt la variation en fonction du temps du courant i parcourant 
le second conducteur. 

Pour deux conducteurs rectilignes paralleles, le coef- 
ficient d' inductance mutuel est fonction de la longueur des 
conducteurs et de la distance qui les separe, M etant d'autant 
plus eleve que la longueur des conducteurs est grande et que leur 
distance est faible. Si les conducteurs ne sont pas paralleles 
mais forment un certain angle, leur coefficient d- inductance 
mutuel est proportionnel au cosinus de 1' angle forme par les deux 
conducteurs. Enfin, lorsque deux conducteurs sont perpendi- 
culaires (leur angle est de 90°) , leur coefficient d' inductance 

mutuel est nul. 

Ainsi, pour reduire les forces electromotrices induites 
dans les pistes conductrices et, par suite, les pertes subies par 
1' inductance 1, on realise autant que possible trois types de 
conf igurat ion . 

Selon une premiere configuration, une piste d' inter- 
connexion conductrice (MON, ROS) est perpendiculaire aux trongons 



0 
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13 de spire qu'elle traverse d'ou il resulte une inductance 
mutuelle nulle et une force electromotrice induite nulle egale- 
ment . 

Selon une deuxieme configuration, chaque piste d'inter- 
5 connexion est parallele a au moins deux trongons 13 de spire et a 
egale distance entre celles-ci: Cela revient a placer ces pistes 
au centre de chaque portion rectiligne 13 de spire et aux angles. 
Comme chaque spire de I 1 inductance comport e des portions parcou- 
rues par un courant de meme . valeur absolue et de sens inverse, 

10 les pistes conductrices presentent une inductance mutuelle avec 
les spires 13 formee de deux composantes, une positive et 1' autre 
negative. Ces conposantes se retranchent et s'annulent exactement 
si le nombre de portions de spire est le meme de chaque cote. 

Selon une troisidme configuration, utilisee pour les 

15 sommets de I 1 inductance, une piste d 1 interconnexion est disposee 
suivant la bissectrice de l 1 angle forme par les portions de 
spire . Ces portions etant parcourues par des courants de sens 
cppos6 ( respect ivement se dirigeant et s'^loignant du sommet de 
1 1 angle qu ' elle forme ) , 1 1 inductance mutuelle resultant d ' entre 

2 0 ces portions de spire et la piste ou le trongon de piste consi- 

dere est egalement nulle ainsi que la force electromotrice 
resultante induite dans la piste ou le trongon de piste consi- 
d#re. 

Ainsi, il apparait que, grace a la structure selon la 
25 presente invention, les resultantes des forces Slectromotrices 
induites dans les diverses pistes conductrices de connexion k la 
masse du plan plus forteraent dope que le substrat sont nulles ou 
avoisinent zero. En fait, si 1* inductance etait parfaitement 
symetrique, la structure decrite ci-dessus permettrait une par- 

3 0 faite condensation des forces §lectromot rices induites dans les 

pistes conductrices NEON, ROS, TOU, VOW. 

Bien entendu, la structure d ? inductance illustree en 
figure 7 n'est qu'un example seulement de la presente invention 
et est susceptible de diverses variantes et modifications qui 
35 apparaitront a l'homme de l'art. En particulier, l'exenple des 
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figures presente une inductance carree. II va bien entendu de soi 
que la presente invention peut etre appliquee quel que soit le 
nombre de spires de 1' inductance et quelle que soit la forme de 
1' inductance, pourvu de respecter le recours a une couche semi- 
conductrice plus fortement dopee que le substrat et a des 
troneons conducteurs 12 de raccordement discontinus de cette 
couche a la masse, ces troneons 6tant preferentiellement 
majoritairement hors de 1' aplomb de 1 ' enroulement . 

De plus, si les spires de 1' inductance sent circulaires 
ou en spirale et presentent un centre, on peut conserver une 
forme rectangulaire aux troneons conducteurs 12. Ceux-ci auront 
toutefois une forme trapezoidale limitee par des rayons de centre 
correspondant au centre de la spire ou soit seront des parties de 
secteurs circulaires ayant pour centre le centre de la spire. 
Quoi qu'il en soit, ces elements seront disposes radialement et 
leur connexion au centre se fera par des pistes conductrices 
disposees aussi radialement, une telle structure parfaitement 
symetrique presentant des pertes minimales . 

En outre, bien que les troneons conducteurs 12 aient 
ete representes sur la couche 11, les connexions a la masse de la 
couche 11 pourront §tre realisees par des troneons sous-jacents. 
De meme, les pistes d* interconnexion des troneons 12 seront 
formees dans un niveau adapte, dont le choix est a la portee de 
l'homme du metier. 

Enfin, bien que 1' invention ait ete decrite en relation 
avec une inductance dans un seul plan, celle-ci pourra etre 
realisee dans plusieurs niveaux conducteurs associes en serie ou 
en parallele. 
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REVENDICATIONS 

1. Structure d 1 inductance en circuit integre compre- 

nant : 

un substrat de silicium (2) ; 

au moins un enroulement plan d'une piste conductrice 

5 (1) ; 

une couche resistive (11), non gravee a 1 ' aplomb de 
1 1 enroulement 

une couche dielectrique (3) entre 1 1 enroulement et la- 
dite couche resistive ; et 
10 des t rontons conducteurs (12) discontinus, individuel- 

lement paralleles a une portion de 1 1 enroulement la plus proche 
et connectSs electriquement a la masse et a ladite couche resis- 
tive . 

2. Structure selcn la revendication 1, caracterisee en 
15 ce que lesdits trongons conducteurs (12) sont maj oritairement 

hors de 1 1 aplomb de 1 1 enroulement (i) . 

3. Structure selon la revendication 1 ou 2, caracteri- 
see en ce que chaque trongon conducteur est place le plus pres 
possible de la portion (13) de 1 1 enroulement (1) la plus proche. 

2 0 4. Structure selon l'une quelconque des revendi cations 

1 £ 3, caracterisee en ce que chaque portion (13) de 1" enroule- 
ment est associee, dans sa longueur, plusieurs trongons 
conducteurs (12) . 

5. Structure d' inductance selon l'une quelconque des 
25 revendi cations 1 a 4, caracterisee en ce que lesdits trongons 
conducteurs (12) sent relifes a un point de contact (M) par plu- 
sieurs pistes conductrices, chacune des pistes conductrices etant 
disposee de sorte que la resultante des forces electromotrices 
qui sont induites par l 1 inductance soit sensiblement nulle. 

3 0 6. Structure selon la revendication 5, dans laquelle 

chacune des pistes conductrices est plus sensiblement- un axe de 
symetrie de 1' inductance (1) . 

7. Structure selon l'une quelconque des revendi cations 
1 a 6, caracterisee en ce que lesdits trongons conducteurs (12) 
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sont realises dans un tneme niveau metallique que la piste (1) 
formant inductance. 

8. Structure d' inductance selon l'une quelconque des 
revendi cations 1 a 7, caracterisee en ce que ladite couche resis- 
tive (11) a un niveau de dopage compris entre 10 16 et 10 19 
atomes/cm 3 , de preference, de 1'ordre de 10 17 atomes/cm 3 . 



1 er depot 

e/3 



Modifiee le 07/03/01 




A 2? 



E 






Fig 7 



DEPARTEMENT OES BREVETS 
26 bis. rue de Saint Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

Telephone 01 53 04 53 04 Telecopie 01 42 94 86 54 



regue le 07/03/01 



BREVETD'INVENTION, 
CERTIRCAT D 'UTILITY 

Code de la propriety inteflectuelle-Uvre VI 

DESIGNATION D1NVENTEUR(S) PAGE N°1/ 1 

(Si le demandeur n'est pas I'inventeur ou I'unique inventeur) 



N° 55-1328 



Vos references pour ce dossier 

(facuttatif) 


B4847 


N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 





TITRE DE L'INVENTION200cafacteresou 



maximum) 



STRUCTURE INDUCTANCE INTEGREE 



LE(S) DEMANDEUR(S) 
STMicroetectronicsSA 



DESIGNE (NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut a droite "Page N°1/1" S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique 
numerotez chaque page en indiquant le nombre total de pages). 



Prenoms & Nom 


Frederic Lemaire 


ADRESSE 


Rue 


14, Avenue de Europe 


Code postal et ville 


38120 


SAINT EGREVE, FRANCE 


Soriele o"apparlenance (facultatif) 




Prenoms & Nom 


ADRESSE 


Rue 




Code postal et ville 






Societe dappartenance (facultatif) 




Prenoms & Nom 




ADRESSE 


Rue 




Code postal et ville 






Societe rfappartenance (facullatiO 




OATE ET SIGNATURE (S) 
DU (DES) DEMANDEUR(S) 
OU OU MANDATAIRE 
(Nom et qualite du signataire) 

Michel de Beaumont 
Mandataire n° 92-1016 

Le9fevrier2001 /I f ^ 





La loi n*78-17 du 6 janvier 1978 relative a rinformatique. aux fichiers et aux liberty s'applique aux reponses faites a ce formulaire. Ede garantit un droit (facets et 
de rectification pour les donnees vous concernant auprfcs de PINPI. 



